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Xülasə: Optik siqnalları detektə etmək üçün perspektivli çoxbaryerli və metal təbəqəli, 

qoruyucu yüksək omlu laylarla modifikasiya olunmuş səthi-baryer quruluşları 

alınmışdır. 
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Yüksək keyfiyyətli və sürətli yarımkeçirici cihazların və inteqral  

mikrosxemlərin yaradılması onların hazırlanma texnologiyalarına yeni 

materialların daxil edilməsini tələb edir. Bunlardan ən perspektivliləri silisidlər – 

silisiumla daha elektromüsbət elementlərin birləşmələridir [1-2]. Bu birləşmələr 

mütləq şkala üzrə təxminən metalın ərimə temperaturundan ərimə temperaturunun 

yarısına bərabər temperatura qədər intervalda bərk fazada gedən reaksiyalar 

zamanı alına bilər. Silisidlər metal xarakterli yüksək keçiriciliyə, yüksək 

stabilliyinə malikdirlər və bu xüsusiyyətlərinə görə də istənilən yarımkeçiricinin 

güclü aşqarlanmış qatindan daha üstündürlər [3]. Polisilisiumun qoruyucu 

elektrod və təbəqə müqavimətinin 15 Om/kv qiymətini təmin edən birləşdirici 

xətlər qismində material kimi istifadə edilməsi cihazların elementlərinin minimal 

ölçülərini 15 mkm-ə qədər azaltmağa imkan verdi. Nazik silisid təbəqələrinin 

yaradılması, mikrosxem və yarımkeçirici cihazların hazırlanması və tətbiqi üçün 

texnoloji proseslər təklif olunmuşdur ki, bunların da sayəsində elementlərinin 

ölçüsü 1 mkm olan qurğuların işlənilməsinə və sənaye istehsalına imkan yarandı. 

Metal silisidi- silisium (metal Si-Si) kontaktlarının stabil və etibarlı 

xarakteristikaları silisidlərin omik kontaktlarda, metal-oksid-yarımkeçirici (MOY) 

– tranzistorların qoruyucu elektrodlarında, optik informasiyanın saxlanması üçün 

materiallarda, infraqırmızı diapazonda işləyən fotoqəbuledicilərdə v.s. geniş 

istifadəsini təmin edir. 

Çökdürmə üsulu ilə silisiumun səthində alınan səthi baryer kontaktlı 

oblastlar ionlaşdırıcı şüalanma detektorları geniş yayılmışdır. Bu zaman detektor 
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bağlayıcı rejimdə işləyir və həcmi yüklər oblasının eni 15-20 mkm olur. Belə 

detektorların zaman keçdikcə xarakteristikaları pisləşir, çünki səthdə cərəyan 

sızması baş verir. Sızma cərəyanının kifayət qədər azalmasının yollarından biri 

qoruyucu həlqələr üsuludur. Qoruyucu həlqə keçiriciliyi aktiv oblastın 

keçiriciliyinin əksi olan diffuziya oblstıdır. əgər aktiv oblast n tipdirsə, diffuzion 

oblast p tip, əksinə aktiv oblast p tipdirsə, diffuzion oblast n tip olar. Bu tip 

strukturun çatışmayan cəhəti odur ki, diffuzion p-n keçidinin hesabına parazit 

tutum böyük olur. Parazit tutum böyük olan cihazların işləmə sürəti kiçik olur. 

İonlaşdırıcı şüalanma detektoru, yaxud nüvə şüalanması detektorlarının iş prinsipi 

fotoqəbuledicilərin iş prinsipi ilə eynidir. Həcmi yüklər oblastına ionlaşdırıcı 

şüalanma düşərsə,  o zaman həcmi yüklər  oblastında qeyri tarazlıqda olan 

yükdaşiyicılar yaranır. Əvvəlki tip detektorları təkmilləşdirmıklə həcmi yüklər 

oblastında yaranan qeyri tarazlıqda olan yükdaşıyıcıların effektiv bölünməsini 

təmin etməklə optik siqnalları detektə etmək olar. Elmi işin əsas məqsədi də məhz 

bundan ibarətdir. İşi yerinə yetirmək üçün ikibaryerli və modifikasiya olunmuş 

səthi-baryer strukturu yaradılmışdır. Adətən mikroelektronikada səthi baryer 

strukturlarını almaq üçün alüminium (Al) və ya qızıl (Au) təbəqələrdən istifadə 

olunur. Lakin bizim halda palladium silisiddən (PdSi) istifadə olunmuşdur. 

Palladium silisid Al və ya Au-ya nısbətən çox böyük üstünlüklərəmalik. 

Məlumdur ki, palladium silisiumla reaksiyaya girərək palladium silisid (PdSi) 

əmələ gətirir. Alınmış quruluş PdSi silisium təbəqəsinin səthində yox, müəyyən 

dərinlikdə alınır. Eyni zamanda alınmış palladium silisidin səthində 20-30-A0 

qalınlığında silisium dioksid (SiO2) təbəqəsi də alınır ki, bu da cihazı çirklərdən, 

nəmdən və mexaniki təsirlərdən qoruyurlar. Alınmış strukturlar [4]  işində təsvir  

olunmuş fotodiodun xüsusi halıdır və indiyə kimi mümkün olan analoqlarından 

üstündür. 

 

İkibaryerli PdSi-nSi-Al strukturları 

 

İkibaryerli strukturlar qalınlığı 400 mkm, yükdaşıyıcılarının konsentrasiyası 

1,5x1012 sm-3 olan n tip silisium əsasında hazırlanmışdır. Bu halda 

fotoqəbuledicinin sahəsi 1,6 sm2-yə bərabər olmuşdur. Fotoqəbuledicinin 

palladium silisid tərəfdən potensial çəpərin hündürlüyü 0,75 eV, arxa tərəfdən, 

yəni alüminium tərəfdən isə0,55 eV-a bərabər olmuşdur. Strukturun ekvivalent 

sxemi   qaşı-qarşıya qoşulmuş iki dioddan ibarət olması müəyyənləşdirilmişdir. 

Aşkar olmuşdur ki, fotoqəbuledicinin volt-amper xarakteristikası quruluşun 

mərkəzi oxuna nəzərən simmetrikdir. Fotoqəbuledici strukturu dalğa uzunluğu 

0,55 mkm olan görünən işıqla işıqlandırdıqda hər iki istiqamətdə fotocərəyan 

yaranır. İşıqlanmanın intensivliyi artdıqca ona uyğun olaraq da fotocərəyan artır. 

Maksimum fotohəssaslıq 0,75 A/Vt-a bərabər olur. Düz vətərsinə keçidin volt-
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amper xarakteristikaları qarşı-qarşıya birləşdirilmiş Şottki – keçidinin 

xarakteristikası ilə identik olub, biri həmişə bağlı istiqamətdə olur. Diodlara 

verilən gərginliyi artirdıqca baryerin hündürlüyü də artır, digər tərəfdə isə tərsinə, 

nSi-Al keçidi düzünə keçid xarakteri alır. Potensial baryerin hündürlüyü həm də 

verilən işığın intensivliyindən də asılı olur, intensıvlik artdıqca generasiya olunan 

yükdaşıyıcılar artdığı üçün cərəyan da artır. Ona görə də müxtəlif işıqlanmalarda 

müxtəlif xarakteristikalr ailəsı alınır. Spektral xarakteristikaların tədqiqatı onu 

göstərir ki, maksimum fotohəssaslıq 0,5 mkm olub sonda qiyməti 1,2 mkm -ə 

qədər azalır. 

 

Qoruyucu halqalarla modernizasiya olunmuş  PdSi-nSi strukturları 

 

Modernizasiya olunmuş fotodetektor xüsusi müqaviməti 1 kiloom (kOm) 

olan n-tip yarımkeçirici əsasında hazırlanmışdır. İstifadə olunan silisium 

lövhəsinin diametri 24 mm, qalınlığı isə 300 mkm-dir. Strukturda omik və 

düzləndirici kontaktlar kiçik dairələr şəklində lövhənin hər iki üzünə çəkilmişdir. 

Kontaktın diametri 6 mm-ə bərabər olmuşdur. 

Volt-tutum xarakteristikasının tədqiqi göstərir ki, başlanğıc halda tutum 

gərginlikdən asılı olmur. Gərginliyin 0-2  volt qiymətlərində həcmi yüklər qatının 

qalınlığı sabit olub 13.5 mkm-ə bərabər olur. Gərginliyi artırdıqca həcmi yüklər 

qatının qalınlığı xətti olaraq artır və gərginliyin 15 volt qiymətində yenidən sabit 

olur. Həcmi yüklər qatının qalınlığının sabit olması metal sərhəddə yüklərin 

konsentrasiyasının az olması ilə izah oluna bilər. Gərginliyin 2 V-a qədərki 

qiymətində konsentrasiya 4 dəfə artır, gərginliyin 15 v qiymətində yenidən 

konsentrasiya artır. Aralıq yüksəkomlu təbəqə olan halda silisium əsasında 

yaradılan Şottki baryerli diod və yaxud fotodiodlarda baryerin hündürlüyünü 

gərginliyi artırıb, yaxud azaltmaqla tənzim etmək olur. Yüksəkomlu aralıq təbəqə 

halında Pd  Şottki diodlarında üstlü dərəcə göstəricisi 2,5-ə bərabər olur. Bizim 

halda (PdSi) bu göstərici 1,07-yə bərabər olur. 

Modernizasiya olunmuş fotodiodlarda tərs istiqamətdə gərginliyi artırdıqda 

əksinə qaranlıq cərəyanı praktiki olaraq artmır, lakin xarici təsirin nəticəsində, 

məsələn işıqlandırma zamanı gərginlik artdıqca əksınə cərəyan kəskin artır. Bu 

onunla izah olunur ki, verilmiş gərginlik demək olar ki, bütövlükdə potensial 

baryerdə düşür. Bu zaman sahənin artma tempi həcmi yüklərin eninin artma 

tempini qabaqlayır.  Nəticədə gərginlik artdıqca fotocərəyan da ona uyğun olaraq 

artır. Strukturun spektral optik diapazonu şəkil.1-də göstərilmişdir. 
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Şək.1.PdSi-nSi spektral fotohəssaslığı. 

 

 

Strukturu optik diapazonu çox genişdir. 0,38 mkm oblastından başlayaraq 

0,58 mkm oblastına qədər fotohəssaslıq artır və 0,58 mkm dalğa uzunluğunda 

özünün maksimum qiymətini alır. 
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Детекторы щптического излучения на опснове структур РdSi-nSi и 

PdSi-nSi-Al 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Разработаны перспективные для детектирования оптических сигналов 

двухбарьерные структуры и поверхностно-барьерные структуры с 

модифицированными охранными высокоомными слоями с перекрытием металла. 

 

 

Ключевые слова: оптический сигнал, микросхема, детектор, контакт, 

полупроводник, диффузия, барьер, фоторецептор, защитное 

кольцо, фотодиод. 
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Optical signal detector based on PdSi-nSi and PdSi-nSi –Al structure 

 

SUMMARY 

 

To detect optical signals, promising multi-barrier and metal-layered surface-barrier 

structures modified with protective high-ohm layers have been obtained. 

 

 

Key words: optical signal, microcircuit, detector, contact, semiconductor, diffusion, 

barrier, photoreceptor, protective ring, photodiode. 

 

 

 

 

 

 


